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요약

    
매트릭스 형태로 배열된 복수의 화소들을 구비하는 액정 디스플레이 장치에 있어서, 각 화소는 화소 전극이 형성되는 
화소 전극 형성 영역, 및 그 화소 전극에 접속되는 박막 트랜지스터가 형성되는 박막 트랜지스터 형성 영역을 포함한다. 
그 박막 트랜지스터는, 채널로서 기능하는 반도체층, 화소 전극에 접속되도록 형성된 단자, 그 박막 트랜지스터를 피복
하도록 형성된 패시베이션층 및 그 패시베이션층을 피복하는 유기 절연층을 포함한다. 그 반도체층은 채널로부터 그 단
자를 지나서 화소 전극 형성 영역을 향하여 연장되고, 화소 전극 형성 영역에서 종단되어, 패시베이션층의 종단부와 정
합 배치된 종단부를 형성한다. 그 유기 절연층은 연장되어, 반도체층 및 패시베이션층의 종단부를 피복한다.
    

대표도
도 5

색인어
유기 층간분리 기술 (Organic interlayer separation technique), TFT 상의 칼라필터 기술 (Color filter on TFT 
technique), 요철 반사판형성 기술 (Unevenness reflection plate formation)
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 액정 디스플레이 장치용 능동 매트릭스 타입의 트랜지스터 기판의 평면도.

도 2는 도 1의 박막 트랜지스터 부분의 단면도.

도 3a 및 3b는 도 1의 단자부를 나타내는 것으로서, 도 3a는 게이트단자 전극부의 단면도이고, 도 3b는 데이터단자 전
극부의 단면도.

도 4a - 4e는 도 1의 박막 트랜지스터 부분용 트랜지스터 기판의 제조 방법을 나타내는 공정도.

도 5는 본 발명의 제 1 실시형태에 따른 액정 디스플레이 장치의 디스플레이 패널의 개략적인 평면도.

도 6은 도 5의 TFT 어레이의 평면도.

도 7a - 7d는 도 6의 각 부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 7a는 선 A-A를 따라 취한 단면도, 도 7b는 선 B-
B를 따라 취한 단면도, 도 7c는 선 C-C를 따라 취한 단면도이고, 도 7d는 선 D-D를 따라 취한 단면도.

도 8a 및 8b는 각각 도 5의 리드 아웃 (Lead-out) 배선 및 단자부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 8a는 리드 
아웃 배선의 단면도이고, 도 8b는 단자부의 단면도.

도 9a - 9e는 도 5의 박막 트랜지스터부용 트랜지스터 기판의 제조 방법을 나타내는 공정도.

도 10은 본 발명의 제 2 실시형태에 따른 액정 디스플레이 장치의 TFT 어레이의 평면도.

도 11a 및 11b는 도 10의 각 부분의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 11a는 선 A-A를 따라 취한 단면도이고, 도 
11b는 선 B-B를 따라 취한 단면도.

도 12a - 12e는 박막 트랜지스터부용 도 10의 트랜지스터 기판의 제조 방법을 나타내는 공정도.

도 13은 본 발명의 제 3 실시형태에 따른 액정 디스플레이 장치의 TFT 어레이의 평면도.

도 14a 및 14b는 도 13의 각 부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 14a는 선 A-A를 따라 취한 단면도이고, 도 1
4b는 선 B-B를 따라 취한 단면도.

도 15a - 15e는 박막 트랜지스터부용 도 13의 트랜지스터 기판의 제조 방법을 나타내는 공정도.

도 16은 본 발명의 제 4 실시형태에 따른 액정 디스플레이 장치의 TFT 어레이의 평면도.

도 17a 및 17b는 도 16의 각 부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 17a는 선 A-A를 따라 취한 단면도이고, 도 1
7b는 선 B-B를 따라 취한 단면도.

※ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

10: 디스플레이 패널10a:디스플레이부

11: TFT 기판12: 대향 기판
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13: 게이트단자14:데이터단자

15: 리드 아웃 배선15a: 게이트측 리드 아웃 배선

15b: 데이터측 리드 아웃 배선 16: a-Si TFT

17: 게이트 배선18: 데이터 배선

19: 반도체층20: 소스 전극

21, 37: 드레인 전극22: 스토리지 배선

23, 35: 콘택 스루홀24: 화소 전극

25, 31: 투명 절연성 기판26: 게이트 전극

27: 게이트 절연막28: 패시베이션막

29: 평탄화층30: 액정층

32: 차광막33: 공통 전극

34: 스토리지 전극 36: 칼라필터층

39: 요철층40, 42: 기저주

41: 반사 전극43: 오버코트층

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 디스프레이 장치에 관한 것이며, 더욱 상세하게는, 능동 매트릭스 타입의 액정 디스플레이 장치에 관한 
것이다.

종래, 능동 매트릭스 타입의 액정 디스플레이 장치용 능동소자로서, 채널 에칭형 비정질실리콘 박막 트랜지스터 (a-S
i TFT) 가 알려져 있다.

도 1은 종래의 액정 디스플레이 장치용 TFT 어레이의 평면도이다. 도 1은 단위 화소부를 나타낸다. 도 2는 도 1의 T
FT부의 단면도이고, 도 3a 및 3b는 도 1의 단자부를 나타내는 것으로서, 도 3a는 게이트단자 전극부의 단면도이고, 도 
3b는 데이터단자 전극부의 단면도이다.

도 1에 나타낸 바와 같이, a-Si TFT (1) 는, XY 매트릭스의 교점의 매 화소에 배치되며, 게이트 전극 (2), 소스 전극 
(3) 및 상기 게이트 전극 (2) 상에서 대향 배치된 드레인 전극 (4) 을 구비한다. 게이트 전극 (2) 은 게이트 배선 (2a) 
에 접속된다. 소스 전극 (3) 은 데이터 배선 (3a) 에 접속된다. 드레인 전극 (4) 은 콘택 스루홀 (Contact through-
hole) (5) 을 경유하여 화소 전극 (6) 에 접속된다.
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도 2에 나타낸 바와 같이, 투명 절연 기판 (7a) 상에 형성된 게이트 전극 (2) 은 게이트 절연막 (7b) 으로 피복되며, 
게이트 전극 (2) 과 중첩되는 위치인 상기 게이트 절연막 (7b) 상에 반도체층 (8) 이 더 형성된다. 상기 반도체층 (8) 
의 중심부 상에서 이격된 소스 전극 (3) 및 드레인 전극 (4) 이 오믹 콘택층 (Ohmic contact layer) (9) 을 통해 상
기 반도체층 (8) 에 접속된다.

    
상기 오믹 콘택층 (9) 은, 소스 전극 (3) 및 드레인 전극 (4) 사이에서 에칭에 의해 제거되고, 소스 전극 (3) 및 반도
체층 (8) 사이에 형성되고, 드레인 전극 (4) 및 반도체층 (8) 사이에 형성된다. 또한, 소스 전극 (3), 드레인 전극 (4), 
오믹 콘택층 (9) 및 반도체층 (8) 을 피복하도록, 패시베이션막 (Passivation film) (7c) 이 형성된다. 화소 전극 (6) 
으로서 기능을 하는 투명 전도akr은 패시베이션막 (7c) 을 통해 콘택 스루홀 (5) 을 경유하여 드레인 전극 (4) 에 접
속된다.
    

각각, 스위칭 신호는, 게이트 배선 (2a) 을 통해 이 a-Si TFT (1) 의 게이트 전극 (2) 에 입력되고, 화상 신호 전압
은 데이터 배선 (3a) 을 통해 이 a-Si TFT의 소스 전극 (3) 에 입력되어, 상기 화상 신호 전압은 화소 전극 (6) 에 
기록된다.

    
도 3a에 나타낸 바와 같이, 게이트단자 전극 (2b) 을 형성하기 위해, 게이트단자 전극부에서, 투명 절연 기판 (7a) 상
의 게이트 전극 (2) 에 접속된 투명 전도층으로 이루어진 게이트 전극 패드 (6a) 가 게이트 절연막 (7b) 및 패시베이
션막 (7c) 상에서 노출된다. 도 3b에 나타낸 바와 같이, 데이터단자 전극부에서, 데이터단자 전극 (4a) 를 형성하기 위
해, 게이트 절연막 (7b) 상의 데이터 배선에 접속된 투명 전도층으로 이루어진 드레인 전극 패드 (6b) 가 패시베이션
막 (7c) 상에서 노출된다.
    

도 4a - 4e는 TFT부용 도 1의 TFT 어레이의 제조 방법을 나타내는 공정도이다. 도 4a에 나타낸 바와 같이, 우선, 스
퍼터링 방법에 의해 약 100 내지 400 nm의 두께로, 알루미늄 (Al), 몰리브데늄 (Mo), 크롬 (Cr) 등으로 이루어진 전
도층이 유리등으로 이루어진 투명 절연 기판 (7a) 상에 증착된다.

다음으로, 포토리소그래피 공정에 의해, 게이트 배선 (미도시), 게이트 전극 (2) 및 게이트단자 전극 (미도시) 을 형성
하는 제 1 패터닝이 수행된다 (도 4a 참조). 이 게이트단자 전극 (도 3a 참조) 은 디스플레이를 위한 외부 신호 처리 
기판에 접속된다.

다음으로, 도 4b에 나타낸 바와 같이, 플라즈마 CVD에 의해, 각각 400nm, 300 nm, 50 nm의 두께로, 실리콘 질화막
등으로 이루어진 게이트 절연막 (7b), 비정질실리콘으로 이루어진 반도체층 (8) 및 n +비정질실리콘으로 이루어진 오
믹 콘택층 (9) 이 순차적으로 적층된다. 상기 적층 공정 후에, 반도체층 (8) 및 오믹 콘택층 (9) 을 일괄적으로 패터닝
하는 제 2 포토리소그래피 공정이 수행된다.

다음으로, 도 4c에 나타낸 바와 같이, 게이트 절연막 (7b) 및 오믹 콘택층 (9) 을 피복하도록, 스퍼터링에 의해, Mo, 
Cr 등으로 이루어진 전도층이 약 100 내지 200 nm 두께로 증착된다. 상기 증착 공정 후에, 소스 전극 (3), 드레인 전
극 (4) 및 데이터 배선 (3a) 을 형성하는 제 3 포토리소그래피 공정이 수행된다.

이 제 3 포토리소그래피 공정에서, a-Si TFT (1) 의 채널부로서 기능하는, 소스 전극 (3) 및 드레인 전극 (4) 의 하
부 이외의 불필요한 오믹 콘택층 (9) 이 제거된다 (도 4c 참조).

다음으로, 도 4d에 나타낸 바와 같이, a-Si TFT (1) 의 백채널 (Back Channel), 소스 전극 (3), 데이터 배선 (3a), 
드레인 전극 (4) 및 데이터단자 전극 (미도시) 을 피복하도록, 플라즈마 CVD에 의해 약 100 내지 200 nm의 두께로, 
실리콘 질화막과 같은 무기 절연층으로 이루어진 패시베이션막 (7c) 이 형성된다.
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상기 성막 후에, 드레인 전극 (4) 및 화소 전극 (6) 의 접속을 위해, 콘택 스루홀 (5) 을 형성하고, 데이터단자 전극부 
(미도시) 상의 불필요한 패시베이션막 (7c) 및 게이트단자 전극 상의 불필요한 게이트 절연막 (7b) 및 패시베이션막 
(7c) 을 제거하는 제 4 포토리소그래피 공정이 수행된다.

또한, 도 4e에 나타낸 바와 같이, 스퍼터링 방법에 의해, 화소 전극 (6) 으로서 기능하는 투명 전도막이 형성되고, 제 
5 포토리소그래피 공정이 수행된다.

이와 같은 방법으로, 상기 5 단계의 포토리소그래피 공정에 의해 TFT 어레이가 제조된다 (도 4a 내지 4e 참조). 이러
한 TFT 어레이 기판이 칼라필터층 및 공통 전극을 제공하는 다른 기판과 결합되어 있는 양 기판 사이에 액정을 충진으
로써, 액정 디스플레이 장치가 형성된다.

최근에, 이러한 종래의 TFT 어레이에 대하여, TFT 어레이 상에 유기 절연층을 배치함으로써, 액정 디스플레이 장치의 
성능을 향상시키기 위한 기술 개발이 활성화되었다.

예컨대, 능동 매트릭스 기판 상에 유기 절연층으로 이루어진 평탄화층을 배치함으로써, 액정의 디스플레이 성능을 향상
시키기 위한, 액정의 디스클리네이션 (Disclination) 제어 기술 (유기 층간분리 기술) (Organic interlayer separati
on technique) 이 특개평 JP-A-6-242433호에 개시된다.

또한, 능동 매트릭스 기판 상에 칼라필터층을 배치함으로써, 개구율 (Aperture ratio) 을 향상시키는 기술 (TFT 상의 
칼라필터 기술) (Color filter on TFT technique) 이 특개평 JP-A-8-122824호에 개시된다.

또한, 능동 매트릭스 기판 상에 유기 절연층에 의해 요철을 형성하고, 그 위에 반사 전극을 배치함으로써, 작은 반사율
을 가지는 우수한 반사형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법 (요철 반사판형성 기술) (Unevenness reflection plate 
formation technique) 이 특개평 JP-A-5-232465호에 개시된다.

이하, 일 실시예로서, 유기 층간분리 기술에 의한 TFT 어레이의 제조 방법을 설명한다. 또한, 능동소자로서 다결정 실
리콘 TFT를 사용하는 기술이 특개평 JP-A-6-242433호에 개시되지만, 여기서는 종래 기술과의 일관성을 위해, 능
동소자로서 채널 에칭형 a-Si TFT를 사용하는 기술을 설명할 것이다.

이러한 TFT 어레이의 경우, 후막으로 이루어진 평탄화층을 패시베이션막 (7c) 상에 배치되고, 화소 전극 (6) 으로서 
기능을 하는 투명 전도막이 상기 평탄화층 상에 더 배치된다. 이러한 투명 전도막은, 평탄화층 및 패시베이션막 (7c) 
을 통해, 콘택 스루홀 (5) 을 경유하여 드레인 전극 (4) 에 접속된다.

다음으로, 유기 층간분리 기술에 의한 TFT 어레이의 제조 방법을 설명한다. 패시베이션막의 형성 공정인 제 4 패터닝 
(도 4d) 에 대한 설명은, 상기 종래 기술의 설명과 동일하므로, 생략한다.

제 4 패터닝 후에, 평탄화층이 형성된다. 더욱 상세하게는, 아크릴 수지등으로 이루어진 투명 감광성 수지가 스핀 코트 
방법으로 도포되고, 포토리소그래피 공정에 의해 평탄화층 내에 콘택 스루홀 (5) 을 개방하는 제 5 패터닝이 수행된다.

마지막으로, 도 4e에 나타낸 바와 같이, 스퍼터링 방법에 의해, 화소 전극 (6) 으로서 기능하는 투명 전도막이 형성되
고, 제 6 포토리소그래피 공정이 수행된다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 유기 층간분리 기술에 의한 TFT 어레이 제조 기술에서는, 패터닝 공정은 평탄화층을 형성하는 1 공정 만큼 패
터닝 공정이 증가한다. 그 결과, 제조 공정이 복잡해져, 비용 증가를 초래하며, 생산성의 감소를 피할 수 없다.

이러한 문제는, TFT 상의 칼라필터 기술 또는 요철 반사판형성 기술의 경우에도 동일하여, 각각, 칼라필터층 또는 오
버코트층을 형성하는 1 공정 및 요철층을 형성하는 1 공정에 의해, 제조 공정이 복잡해지고, 생산성은 감소한다.
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본 발명의 목적은, 트랜지스터 기판 상에 유기 절연층을 배치하여 성능을 향상시키기 위한 액정 디스플레이 장치를, 보
다 간소화된 공정 단계 및 고생산성으로 제조할 수 있는 액정 디스플레이 장치용 TFT 어레이 및 그 제조 방법을 제공
하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기 목적을 달성하기 위해서, 액정 디스플레이 장치는 매트릭스 형태로 배열된 복수의 화소들을 구비하며, 각 화소는 
화소 전극이 형성되는 화소 전극 형성 영역, 및 그 화소 전극에 접속되는 박막 트랜지스터가 형성되는 박막 트랜지스터 
형성 영역을 포함한다. 상기 박막 트랜지스터는, 채널로서 기능하는 반도체층, 화소 전극에 접속되도록 형성된 단자, 그 
박막 트랜지스터를 피복하도록 형성된 패시베이션층 및 그 패시베이션층을 피복하는 유기 절연층을 포함한다. 상기 반
도체층은, 채널로부터 단자를 지나서 화소 전극 형성 영역을 향하여 연장되고, 화소 전극 형성 영역에서 종단되어, 패시
베이션층의 종단부와 정합 배치된 종단부를 형성한다. 그리고, 유기층은 상기 반도체층의 종단부 및 패시베이션층을 피
복하도록 확장된다. 그리고, 화소 전극은, 유기 절연층 및 패시베이션층 내에 선택적으로 형성된 콘택홀을 통해 박막 트
랜지스터의 단자에 접속된다.
    

그 결과, 성능을 향상시키기 위하여, 트랜지스터 기판 상에 유기 절연층을 배치하는 액정 디스플레이 장치를, 보다 간소
화된 공정 단계에 의해 제조할 수 있으며 생산성을 개선할 수 있다.

이하, 예시적인 실시형태를 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 당업자는, 본 발명을 이용하여 많은 선택적인 실시형
태를 얻을 수 있으며 본 발명이 예시적인 목적으로 개시된 본 실시형태에 제한되지 않음을, 인식할 것이다.

이하, 도면을 참조하여, 본 발명의 실시형태를 설명한다.

(제 1 실시형태)

도 5는 본 발명의 제 1 실시형태에 따른 액정 디스플레이 장치의 디스플레이 패널의 대략적인 평면도이다. 이 액정 디
스플레이 장치는 능동소자로서 a-Si TFT가 XY 매트릭스의 각 교점 상에 배치되는 능동 매트릭스 타입의 액정 디스플
레이 장치이다.

도 5에서 나타낸 바와 같이, 디스플레이 패널 (10) 은, TFT 기판 (11) 과 투명 대향 기판 (12) 사이의 공간을 액정으
로 충진함으로써 형성된다. a-Si TFT, 화소 전극, 평탄화층 및 각종 배선 등은 TFT 기판 (11) 의 표면 상에 배치된
다. 공통 전극, 칼라필터층 및 차광막 등은 대향 기판 (12) 의 표면 상에 배치된다.

게이트단자 전극 (13) 또는 데이터단자 전극 (14) 은 TFT 기판 (11) 의 주변부 상에 배치되고, 각 단자 (13 및 14) 
는, 리드 아웃 배선 (15) 을 통해, 디스플레이용 외부 신호 처리 회로에 각각 접속된다.

다음으로, TFT 기판 (11) 의 화소 전극과 대향 기판 (12) 의 공통 전극 사이에 데이터 신호 전압을 입력함으로써, 양 
전극 사이 액정층의 전기 광학적 상태를 제어하여, 디스플레이 패널 (10) 의 광투과 상태를 변화시켜, 소정의 이미지가 
디스플레이 영역 (10a) 상에 표시된다.

    
도 6은 도 5의 TFT 기판의 평면도이다. 도 6은 단위 화소부를 나타낸다. 도 6에서 나타낸 바와 같이, 게이트 배선 (1
7) 및 데이터 배선 (18) 의 각 교점 상에 a-Si TFT (16) 가 배치된다. a-Si TFT (16) 는 게이트 전극 (미도시), 
드레인 전극 (21), 및 반도체층 (19) 상에서 게이트 전극 상으로 대향 배치된 소스 전극 (20) 을 구비한다. 도 6에 나
타낸 바와 같이, 이 액정 디스플레이 장치는, 매트릭스 형태로 배열된 복수의 화소들을 구비하며, 각 화소는 화소 전극
이 형성되는 화소 전극 형성 영역을 포함한다. 그리고, 그 액정 디스플레이 장치는, 화소 전극에 접속되는 박막 트랜지
스터가 형성되는 박막 트랜지스터 형성 영역을 포함한다. 그 박막 트랜지스터는 채널로서 기능하는 반도체층, 화소 전
극에 접속되도록 형성된 단자를 구비한다. 드레인 전극의 거의 1/2이 게이트 배선 (17) 과 평행하게 배치된 스토리지 
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배선 (22) 과 중첩되도록, 드레인 전극 (21) 은 L자 형태로 형성된다. 각각, 드레인 전극 (21) 은 콘택 스루홀 (23) 
을 경유하여 화소 전극 (24) 에 접속되고, 게이트 전극은 게이트 배선 (17) 에 접속되며, 소스 전극 (20) 은 데이터 배
선 (18) 에 접속된다.
    

각각, 게이트 배선 (17) 을 통해, 스위칭 신호가 a-Si TFT (16) 의 게이트 전극에 입력되고, 데이터 배선 (18) 을 통
해, 화상 신호 전압이 a-Si TFT (16) 의 소스 전극 (20) 에 입력되어 화상 신호 전압은 화소 전극 (24) 에 기록된다.

도 7은 도 6의 각 부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 7a는 선 A-A를 따라 취한 단면도, 도 7b는 선 B-B를 따라 
취한 단면도, 도 7c는 선 C-C를 따라 취한 단면도, 도 7d는 선 D-D를 따라 취한 단면도이다.

도 7a에 나타낸 바와 같이, a-Si TFT (16) 의 게이트 전극 (26) 이 투명 절연 기판 (25) 상에 형성되고, 이 게이트 
전극 (26) 을 피복하도록 게이트 절연막 (27) 이 형성되며, 그 게이트 절연막 (27) 상에 반도체층 (19) 은 더 형성된
다.

반도체층 (19) 의 중심부 상에 걸쳐 배치된 a-Si TFT (16) 의 백채널에 의해 이격된 소스 전극 (20) 및 드레인 전극 
(21) 이 반도체층 (19) 상에 형성된다. 오믹 콘택층 (미도시) 을 통해, 소스 전극 (20) 및 드레인 전극 (21) 이 반도
체층 (19) 에 접속된다. 오믹 콘택층은 소스 전극 (20) 과 반도체층 (19) 사이 및 드레인 전극 (21) 과 반도체층 (1
9) 사이에 형성된다.

소스 전극 (20), 드레인 전극 (21) 및 반도체층 (19) 은 패시베이션막 (28) 으로 피복되고, 두꺼운 유기 절연층 (29) 
이 이 패시베이션막 (28) 상에 형성된다. 드레인 전극 (21) 상에 배치된 화소 전극 (24) 으로서 기능하는 투명 전도막
이 유기 절연층 (29) 상에 형성된다. 도 7a에 나타낸 바와 같이, 패시베이션층을 형성시켜 박막 트랜지스터를 피복하
고, 유기 절연층을 형성시켜 패시베이션층을 피복한다.

또한, 화소 전극 (24) 이 TFT 기판 (11) 상에 형성된다. 차광막 (32) 및 공통 전극 (33) 이 대향 기판 (12) 상에 형
성된다. 액정층 (30) 은 TFT 기판 (11) 과 대향 기판 (12) 사이에 충진된다.

도 7b에 나타낸 바와 같이, a-Si TFT (16) 의 반도체층 (19), 드레인 전극 (21) 및 패시베이션막 (28) 은 스토리지 
캐패시티 (Storage capacity) 전극 (34) 상으로 연장된다. 그 스토리지 캐패시티 전극 (34) 은 투명 절연 기판 (25) 
상에 형성되고, 게이트 절연막 (27) 으로 피복된다.

콘택 스루홀 (23, 35) 은 패시베이션막 (28) 및 유기 절연층 (29) 을 통해 개방된다. 그 콘택 스루홀 (23, 35) 을 경
유하여, 화소 전극 (24) 및 드레인 전극 (21) 이 접속된다.

또한, 대향 기판 (12) 의 차광막 (32) 은 대향 기판 (12) 의 칼라필터층 (36) 과 인접한다. 칼라필터층 (36) 및 공통 
전극 (33) 은 투명 절연 기판 (31) 하에서 적층된다.

즉, 소스 전극 (20) 및 드레인 전극 (21) 을 내포하도록, 반도체층 (19) 및 패시베이션막 (28) 은 소스 전극 (20) 및 
드레인 전극 (21) 의 외부에 배치된다. 또한, 패시베이션막 (28), 반도체층 (19) 및 게이트 절연막 (27) 의 적층 구조
를 상향으로 테이퍼 형상이 되도록 형성한다.

각각, 스위칭 신호는 게이트 배선 (17) 을 통해 a-Si TFT (16) 의 게이트 전극 (26) 에 입력되고, 화상 신호 전압은 
데이터 배선 (18) 을 통해 a-Si TFT (16) 의 소스 전극 (20) 에 입력되며, 화상 신호 전압이 화소 전극 (24) 에 기
록된다.

도 7c에 나타낸 바와 같이, 데이터 배선 (18) 은, 투명 절연 기판 (25) 상에 게이트 절연막 (27), 반도체층 (19), 데
이터 배선 (18) 및 패시베이션막 (28) 을 순차대로 적층하여 형성되며, 유기 절연층 (29) 으로 피복된다. 도 7d에 나
타낸 바와 같이, 게이트 배선 (17) 은 투명 절연 기판 (25) 상에 형성되고, 유기 절연층 (29) 으로 피복된다.
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도 8a 및 8b는 도 5의 리드 아웃 배선 및 단자부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 8a는 리드 아웃 배선의 단면도
이고, 도 8b는 단자부의 단면도이다. 도 8a에 나타낸 바와 같이, 리드 아웃 배선 (15a) 은 게이트 측의 리드 아웃 배선 
(15a), 게이트 절연막 (27), 반도체층 (19) 및 패시베이션막 (28) 을 투명 절연 기판 (25) 상에 순차대로 적층하여 
형성된다. 리드 아웃 배선 (15b) 은 게이트 절연막 (27), 반도체층 (19), 데이터 측의 리드 아웃 배선 (15b) 및 패시
베이션막 (28) 을 투명 절연 기판 (25) 상에 순차대로 적층하여 형성된다.
    

도 8b에 나타낸 바와 같이, 단자부에서, 게이트단자 전극 (13) 은 투명 절연 기판 (25) 상에 형성된다. 데이터단자 전
극 (14) 은 게이트 절연막 (27), 반도체층 (19), 데이터단자 전극 (14) 및 데이터단자 전극 (14) 부를 노출시키는 패
시베이션막 (28) 을 투명 절연 기판 (25) 상에 순차대로 적층하여 형성된다.

도 9a - 9e는 박막 트랜지스터부용인 도 5의 트랜지스터 기판의 제조 방법을 나타내는 공정도이다. 도 9a에 나타낸 바
와 같이, 우선, 스퍼터링 장치에 의해 약 100 내지 400 nm 두께를 가지는, 예컨대, 알루미늄 (Al), 몰리브데늄 (Mo), 
크롬 (Cr) 등으로 이루어진 전도층이 유리등으로 이루어진 투명 절연 기판 (25) 상에 증착된다.

다음으로, 포토리소그래피 공정에 의해 게이트 배선 (미도시), 게이트 전극 (26) 및 게이트단자 전극 (13) 을 형성하
는 제 1 패터닝이 수행된다.

다음으로, 도 9b에 나타낸 바와 같이, 실리콘 질화막등으로 이루어진 게이트 절연막 (27), 비정질실리콘으로 이루어진 
반도체층 (19), 및 n +비정질실리콘으로 이루어진 오믹 콘택층 (미도시) 을 플라즈마 CVD에 의해 각각 약 400 nm, 
약 300 nm, 약 50 nm 정도의 두께로 순차대로 적층한다. 적층 후에, 이들을 피복하도록, 스퍼터링 방법에 의해, 약 1
00 내지 200 nm의 두께를 가지는 Mo, Cr 등으로 이루어진 전도층이 더 증착된다.

상기 증착 후에, 포토리소그래피 공정에 의해 소스 전극 (20), 데이터 배선 (18), 드레인 전극 (21) 및 데이터단자 전
극부 (도 8b 참조) 를 형성하는 제 2 패터닝을 수행한다.

이 제 2 패터닝과 동시에, 소스 전극 (20) 및 드레인 전극 (21) 의 저부 이외의 불필요한 오믹 콘택층이 제거된다.

다음으로, a-Si TFT (16) 의 백채널, 소스 전극 (20), 소오스 배선 (데이터 배선) (18), 드레인 전극 (21) 및 데이
터단자 전극 (14) 을 피복하도록, 플라즈마 CVD에 의해 약 100 내지 200 nm의 두께를 가지는, 실리콘 질화막과 같은 
유기 절연층으로 이루어진 패시베이션막 (28) 이 형성된다.

상기 성막 후에, 드레인 전극 (21) 및 화소 전극 (24) 을 접속하기 위한 콘택 스루홀 (23) 이 형성되고, 데이터단자 전
극부 (14) 상의 불필요한 패시베이션막 (28) 및 게이트단자 전극 (13) 상의 불필요한 게이트 절연막 (27) 및 패시베
이션막 (28) 이 제거된다.

그 후, 레지스트를 제거하지 않고 동일 마스크를 사용하여, 반도체층 (19) 의 표면이 제거된다.

도 9c에 나타낸 바와 같이, 동일 공정에서 패시베이션막 (28) 의 패터닝 및 반도체층 (19) 의 패터닝을 수행하는 제 
3 패터닝이 수행된다.

여기서, 패시베이션막 (28) 및 반도체층 (19) 의 에칭에서, 예컨대, 불산 완충액 (Buffered hydrofluoric acid, BHF) 
을 사용하여, 습식 에칭에 의해, 패시베이션막 (28) 을 약한 과잉 식각하고, 레지스트층으로부터 후퇴된 후, 반응성 이
온 에칭에 의해 반도체층 (19) 및 게이트 절연막층 (27) 이 에칭된다. 그 결과, 우수한 테이퍼 형상을 얻을 수 있다.

또한, 건식 에칭을 수행하는 에칭 조건을 조절함으로써, 패시베이션막 (28), 반도체층 (19) 및 게이트 절연막 (27) 은 
일괄적으로 에칭될 수 있다.
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다음으로, 도 9d에 나타낸 바와 같이, 오버코트층 (Overcoat layer) 이 형성된다. 더욱 상세하게는, 스핀 코트 방법으
로 아크릴 수지등으로 이루어진 투명 감광성 수지를 도포한 후에, 포토리소그래피 공정에 의해 유기 절연층 (29) 내에 
콘택 스루홀 (35) 을 개방시키는 제 4 패터닝이 수행된다.

마지막으로, 도 9e에 나타낸 바와 같이, 스퍼터링 장치에 의해 유기 절연층 (29) 상에 화소 전극 (24) 으로서 기능하
는 투명 전도막이 형성되고, 제 5 패터닝이 수행된다.

이 경우, 제 1 패터닝 공정에서, 게이트 측의 리드 아웃 배선 (15a) 및 게이트단자 전극 (13) 이 형성되며, 제 2 패터
닝 공정에서는, 게이트 측의 리드 아웃 배선 (15a) 을 피복하는 게이트 절연막 (27), 반도체층 (19), 데이터 측의 리
드 아웃 배선 (15b) 및 데이터단자 전극 (14) 이 형성되며, 제 3 패터닝 공정에서는, 반도체층 (19), 데이터 측의 리
드 아웃 배선 (15b) 및 일부 노출된 데이터단자 전극 (14) 을 피복하는 패시베이션막 (28) 이 형성된다.

    
상기 설명한 바와 같이, 제 1 실시형태에서, 패시베이션막 (28) 의 형성 및 반도체층 (19) 의 형성을 동일 패터닝 공정
에서 수행함으로써, 패터닝 공정들은, 종래의 유기 층간분리형 능동 매트릭스 기판의 제조 방법에 비하여, 1 공정 만큼 
감소될 수 있다. 반도체는, 채널로부터 단자를 지나서 화소 전극 형성 영역을 향하여 연장되고, 화소 전극 형성 영역에
서 종단되어, 패시베이션층의 종단부와 정합 배치된 종단부를 형성한다. 그리고, 반도체층 및 패시베이션층의 종단부를 
피복하기 위해 유기층이 확장된다. 그리고, 상기 유기 절연층 및 상기 패시베이션층 내에 선택적으로 형성된 콘택 스루
홀을 통하여, 화소 전극이 박막 트랜지스터의 단자에 접속된다.
    

그 결과, 제조 공정을 간소화할 수 있으며, 저비용, 고생산성 및 우수한 디스플레이 성능을 가지는 능동 매트릭스 타입
의 액정 디스플레이 장치를 제조할 수 있다.

또한, 상기한 바와 같이, 일괄 건식 에칭에 의해 유기 절연층 (29) 을 형성함으로써, 데이터 배선 (18) 또는 a-Si TF
T (16) 의 단차부를 피복하는 것과 동시에, 게이트 배선 (17) 이 직접적으로 보호될 수있다. 또한, 유기 절연층 (29) 
을 배치함으로써, 반도체층 (19) 의 측부가 보호될 수 있으므로, 측상 누설 (Side leak) 등의 문제가 없다.

또한, 심지어, 패시베이션막 (28), 반도체층 (19) 및 게이트 절연막 (27) 이 일괄 건식 에칭에 의해 우수한 에칭 형상
을 갖지 않는 경우에도, 유기 절연층 (29) 은 그들을 평탄화하여, 에칭 형상이 열화되어도 제조상 결함이 거의 발생하
지 않는다.

이 제 1 실시형태에서, 감광성 아크릴막이 오버코트막으로서 사용되지만, 비감광성 아크릴을 사용해도, 에칭에 의한 패
터닝을 수행할 수 있다.

또한, 반도체층 (19) 의 측상 누설을 억제하기 위해서, 감광성 또는 비감광성 폴리실라잔 (Polysilazane), 시록산 (S
iloxane), 벤조사이클로부텐 (BCB) 과 같은 Si 계열의 유기 절연층이 사용될 수 있다.

(제 2 실시형태)

도 10은 본 발명의 제 2 실시형태에 따른 액정 디스플레이 장치의 TFT 기판의 평면도이다. 도 10은 단위 화소부를 나
타낸다. 이 액정 디스플레이 장치는 반사형 능동 매트릭스 액정 디스플레이 장치이다.

도 10에 나타낸 바와 같이, 능동소자로서 a-Si TFT (16) 는 화소 전극 형성 영역 내에 거의 사각형의 형태로 형성된 
드레인 전극 (37) 을 구비한다. 이 드레인 전극 (37) 은 콘택 스루홀 (23, 35) 을 경유하여, 이하 설명하는 반사 전극 
(41) 에 접속된다. 또한, 반도체층 (19) 은 드레인 전극 (37) 에 대응하여 형성된다. 다른 구성 및 작용은 도 6에서 나
타낸 TFT 기판과 유사하다.
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도 11a 및 11b는 도 10의 각 부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 11a는 선 A-A를 따라 취한 단면도이고, 도 1
1b는 선 B-B를 따라 취한 단면도이다. 도 11a에 나타낸 바와 같이, 투명 절연 기판 (25) 상에, a-Si TFT (16) 의 
게이트 전극 (26) 이 형성되고, 이 게이트 전극 (26) 을 피복하도록 게이트 절연막 (27) 이 형성되며, 게이트 절연막 
(27) 상에 반도체층 (19) 이 더 형성된다.

반도체층 (19) 의 중심부의 상부에 배치된 a-Si TFT (16) 의 백채널에 의해 이격된, 소스 전극 (20) 및 드레인 전극 
(37) 이 반도체층 (19) 상에 형성된다 (도 11a 참조). 소스 전극 (20) 및 드레인 전극 (37) 이 오믹 콘택층 (미도시) 
을 통하여 반도체층 (19) 에 접속된다. 소스 전극 (20) 과 반도체층 (19) 사이 및 드레인 전극 (37) 과 반도체층 (1
9) 사이에 오믹 콘택층이 형성된다.

이들 소스 전극 (20), 드레인 전극 (37) 및 반도체층 (19) 은 패시베이션막 (28) 으로 피복되며, 이 패시베이션막 (
28) 을 피복하도록, 후막으로 이루어진 요철층 (39) 이 형성된다. 이 요철층 (39) 은, 기저로서 패시베이션막 (28) 상
에 돌출되도록 배치된 복수의 기저주 (Base post) 들 (40) 을 사용하여 형성된다 (도 11b 참조).

또한, 반사 전극 (41) 이 그 요철층 (39) 상에 형성되고, 이 반사 전극 (41) 이 요철층 (39) 를 통과하는 콘택 스루홀 
(35) 및 패시베이션막 (28) 을 통과하는 콘택 스루홀 (23) 을 경유하여 드레인 전극 (37) 에 접속된다 (도 11b 참조).

각각, 스위칭 신호는 게이트 배선 (17) 을 통해 a-Si TFT (16) 의 게이트 전극 (26) 에 입력되고, 화상 신호 전압은 
데이터 배선 (18) 을 통하여 a-Si TFT (16) 의 소스 전극 (20) 에 입력되며, 화상 신호 전압은 반사 전극 (41) 에 
기록된다.

도 12a - 12e는 박막 트랜지스터부용 도 10의 트랜지스터 기판의 제조 방법을 나타내는 공정도이다. 여기서, 패시베
이션막 (28) 을 형성하는 공정 (도 8a - 8e 참조) 에 대한 설명은, 제 1 실시형태와 동일하므로, 생략한다.

제 3 패터닝에 의해 패시베이션막 (28) 을 형성한 후에, 패시베이션막 (28) 상에 기저주들 (40) 이 형성된다. 스핀 코
트 방법에 의한 아크릴 수지등으로 이루어진 투명 감광성 레지스트의 도포, 노광, 현상 및 하소에 의해, 기저로서 기능
하는 요철층 (39) 이 형성된다.

감광성 레지스트를 형성한 후, 기저의 요철층 (39) 보다 더 얇은 막으로 이로 이루어진 감광성 오버코트막이 도포되고, 
포토리소그래피 공정에 의해 콘택 스루홀 (35) 이 개방된다.

이러한 2중층 공정을 통해 요철층 (39) 을 형성하는 제 4 패터닝이 수행된다 (도 12d 참조).

또한, 회색계의 마스크 등을 사용하여 요철층 (39) 의 감광성 정도 및 콘택 스루홀 (35) 의 노광 정도를 변화시킴으로
써, 요철층 (39) 및 콘택 스루홀 (35) 을 형성하는 단층 공정에 의해, 요철층 (39) 을 형성하는 제 4 패터닝이 수행될 
수 있다.

마지막으로, 알루미늄 (Al) 또는 은 (Ag) 스퍼터링 장치에 의해, 요철층 (39) 상에 반사 전극 (41) 으로서 기능하는 
반사막을 형성하는 제 5 패터닝이 수행된다 (도 12e 참조).

(제 3 실시형태)

도 13은 본 발명의 제 3 실시형태에 따른 액정 디스플레이 장치의 TFT 어레이의 평면도이다. 도 13은 단위 화소부를 
나타낸다. 이 액정 디스플레이 장치는 반사형 능동 매트릭스 타입의 액정 디스플레이 장치이다.

도 13에 나타낸 바와 같이, 드레인 전극의 거의 1/2 이 게이트 배선 (17) 과 평행하게 배치된 스토리지 배선 (22) 과 
중첩하도록, 능동소자로서 a-Si TFT (16) 는 L자형으로 형성된 드레인 전극 (21) 을 구비한다. 또한, 요철층 (39) 
의 기저로서 기능하는 복수의 프리즘 형상의 기저주들 (42) 이 배치된다. 다른 형상 및 작용은 도 10에서 나타낸 TFT 
기판과 유사하다.
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도 14a 및 14b는 도 13의 각 부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 14a는 선 A-A를 따라 취한 단면도이고, 도 1
4b는 선 B-B를 따라 취한 단면도이다. 도 14a에 나타낸 바와 같이, 스토리지 캐패시티 전극 (34) 상에 콘택 스루홀 
(23, 35) 이 배치된다.

패시베이션막 (28) 상에 돌출되어 배치된 기저주들 (4) 대신에, 게이트 절연막 (27), 반도체층 (19) 및 패시베이션막 
(28) 을 적층함으로써 형성된 프리즘 형상의 기저주들 (42) 이 투명 절연 기판 (25) 상에 돌출되어 배치된다 (도 14
b 참조).

이 기저주 (42) 상에 오버코트층을 배치하고, a-Si TFT (16) 등의 단차를 피복하는 것과 동시에, 기저로서 기저주들 
(42) 을 이용하여 요철층 (39) 을 형성한다. 또한, 그 요철층 (39) 상에 반사 전극 (41) 을 형성하고, 요철층 (39) 을 
통과하는 콘택 스루홀 (35) 및 패시베이션막 (28) 을 통과하는 콘택 스루홀 (23) 을 경유하여, 이 반사 전극 (41) 을 
드레인 전극 (21) 에 접속한다 (도 14b 참조). 다른 형상은 도 11에서 나타낸 각 부의 단면 구조와 유사하다.

도 15a - 15e는 박막 트랜지스터부용 도 13의 트랜지스터 기판의 제조 방법을 나타내는 공정도이다.

여기서, 제 3 패터닝에서 a-Si TFT (16) 의 형성시에, 게이트 절연막 (27), 반도체층 (19) 및 패시베이션막 (28) 
으로 이루어진 적층 구조를 구비하는 기저주 (42) 를 형성하고 (도 15c 참조), 제 4 패터닝에서 기저로서 이 기저주 
(42) 를 사용하여 요철층 (39) 을 형성하는 것을 제외하고는, 이 제조 공정은, 도 12에서 나타낸 제조 공정과 유사하
므로, 제조 공정의 설명을 생략한다.

이 제 3 실시형태에서 나타낸 제조 방법의 경우, 제 2 실시형태에서 나타낸 제조 방법의 경우보다, 공정 수가 더욱 감소
될 수 있다.

(제 4 실시형태)

도 16은 본 발명의 제 4 실시형태에 따른 액정 디스플레이 장치의 TFT 기판의 평면도이다. 도 16은 단위 화소부를 나
타낸다. 이 액정 디스플레이 장치는 TFT 상의 칼라필터 (Colar filter on TFT, COT) 형 능동 매트릭스 타입의 액정 
디스플레이 장치이다.

도 16에 나타낸 바와 같이, 드레인 전극 (21) 의 거의 1/2 이 게이트 배선 (17) 과 평행하게 배치된 스토리지 배선 (
22) 과 중첩하도록, 능동소자로서 a-Si TFT (16) 는 L자형으로 형성된 드레인 전극 (21) 을 구비하며, 이는 도 6에
서 나타낸 TFT 기판과 유사하다.

도 17a 및 17b는 도 16의 각 부의 단면 구조를 나타내는 것으로서, 도 17a는 선 A-A를 따라 취한 단면도이고, 도 1
7b는 선 B-B를 따라 취한 단면도이다. 도 17a에 나타낸 바와 같이, TFT 기판 (11) 및 대향 기판 (12) 은 한쌍의 대
향 배치된 투명 유리 기판으로 이루어지며, 양 기판들 (11, 12) 사이의 간격은 액정층 (30) 으로 충진된다.

TFT 기판 (11) 의 투명 유리 기판 (투명 절연 기판) (25) 의 표면 상에, a-Si TFT (16), 화소 전극 (24), 차광막 
(32), 칼라필터층 (36), 오버코트층 (평탄화층) (43) 및 각종 배선 (미도시) 등이 배치된다. 대향 기판 (12) 의 투명 
유리 기판 (투명 절연 기판) (31) 의 대향 표면측 상에는 공통 전극 (33) 이 배치된다.

즉, 대향 기판 (12) 이 아니라 TFT 기판 (11) 내에 차광막 (32) 및 칼라필터층 (36) 이 형성된다. 다른 형상 및 작용
은 도 7에서 나타낸 제 1 실시형태와 유사하다.

패시베이션막 (28) 상에 차광막 (32) 및 칼라필터층 (36) 의 일부가 형성되며, 차광막 (32) 및 칼라필터층 (36) 을 
보호하기 위한 오버코트층 (43) 이 더 형성된다. 이 오버코트층 (43) 상에 화소 전극 (24) 으로서 기능하는 투명 전도
막이 형성되고, 화소 전극 (24) 은 오버코트층 (43) 을 통과하는 콘택 스루홀 (35) 및 패시베이션막 (28) 을 통과하
는 콘택 스루홀 (23) 을 경유하여, 드레인 전극 (21) 에 접속된다.
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이 화소 전극 (24) 및 공통 전극 (33) 사이에 화상 신호 전압을 인가하고, 양 전극들 (24, 33) 사이의 액정층 (30) 의 
전기 광학적 상태를 제어함으로써, 디스플레이 패널 (10) 의 광투과 상태가 변화하고, 소정의 이미지가 디스플레이 영
역 (10a) 상에 표시된다.

통상의 포토리소그래피 공정에 의해 차광막 (32) 또는 칼라필터층 (36) 이 패터닝되어, TFT 기판 상에 형성되는 것을 
제외하면, 제 4 실시형태에 따른 능동 매트릭스 기판의 제조 방법은 제 1 실시형태와 유사하므로, 그 설명은 생략한다.

상기와 같이, 본 발명에 따른 능동 매트릭스 타입의 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에서는, 반도체층 (19) 의 패터
닝과 소스 전극 (20) 을 형성한 후의 패시베이션막 (28) 의 패터닝을 동시에 수행하여, 데이터 배선 (18), 소스 전극 
(20) 및 드레인 전극 (21) 의 하부에 반도체층 (19) 이 배치된 구성으로 형성한다.

여기서, a-Si TFT부, 즉 반도체층 (19) 의 하부에 게이트 전극 (26) 이 존재하는 영역 외에서, 반도체층 (19) 은 부
동상태가 되고 제어를 행할 수 없어서, 반도체층 (19) 의 누설이 문제된다. 그 결과, 게이트 전극 (26) 이 존재하지 않
는 영역에서 데이터 배선 (18) 및 드레인 전극 (21) 이 소스 전극 (20) 에 접속되는 구성에서는, 화소 전극 (24) 에 
수용된 전하가 반도체층 (19) 의 누설로 인하여 유출되어, 상기 구성은 바람직하지 않다.

따라서, 게이트 전극 (26) 이 존재하지 않는 영역에서는, 소스 전극 (20) 하의 반도체층 (19) 이 데이터 배선 (18) 및 
드레인 전극 (21) 하의 반도체층 (19) 과 분리되도록, 패시베이션막 (28) 의 패터닝이 수행된다.

또한, 게이트 배선 (17) 및 데이터 배선 (18) 에서의 단락을 방지하기 위해서, 데이터 배선, 드레인 및 소스 전극의 패
턴 보다 반도체 패턴을 증가시킨다.

또한, 게이트 배선 (17) 상의 모든 게이트 절연막 (27), 반도체층 (19) 및 패시베이션막 (28) (a-Si TFT부 이외) 
이 제거되며, 제거 후에는, 오버코트층에 의해 피복 및 보호를 수행한다. 이 오버코트층은, 평탄화 수행을 위한 TFT 기
판의 단차를 피복하는 기능과 함께, 게이트 배선 (17) 을 보호하고, 반도체층 (19) 의 단부를 보호하여 a-Si TFT (1
6) 의 측상 누설을 억제하는 기능도 가진다.

따라서, 본 발명에 따라 투명 절연 기판 상에 게이트 전극을 형성한 후에, 게이트 절연막과 다시 반도체층을 전면 상에 
형성하고, 그 위에서 드레인 전극을 패터닝하고, 그 위에 패시베이션막을 형성한 후, 트렌지스터 영역의 분리 및 콘택 
스루홀의 형성을 동시에 수행한다.

즉, 패시베이션막, 아일랜드 및 콘택을 형성하는 포토리소그래피 공정을 1 공정으로 통합함으로써, 평탄화층 형성 공정 
또는 칼라필터층 또는 오버코트층 형성 공정을 간소화할 수 있어, 제조 공정이 복잡해지지 않으며, 생산성 감소가 초래
되지 않는다.

그러므로, 능동 매트릭스 기판 상에 유기 절연층을 배치함으로써 액정 디스플레이 장치의 성능을 개선할 수 있는 유기 
층간분리형, TFT 상의 칼라필터 (COT) 형 또는 반사형 능동 매트릭스 타입의 액정 디스플레이 장치가 저비용 및 고생
산성으로 제조될 수 있다.

    발명의 효과

    
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면, 투명 절연 기판 상에 게이트 전극, 게이트 절연막, 반도체층, 소스 전극, 드
레인 전극 및 패시베이션막을 순차대로 적층함으로써 형성된 액정 디스플레이 장치용 트랜지스터 기판은, 소스 전극 하
의 반도체층이 데이터 배선 및 드레인 전극 하의 반도체층으로부터 이격된 구조를 가지기 때문에, 성능 개선을 위해 트
랜지스터 기판 상에 유기 절연층을 배치하는 액정 디스플레이 장치를 더욱 간소한 공정 단계에 의해 제작할 수 있으며, 
생산성을 개선할 수 있다.
    

또한, 본 발명에 따른 액정 디스플레이 장치용 트랜지스터 기판의 제조 방법에 의해, 상기 액정 디스플레이 장치용 트랜
지스터 기판을 실현하는 것이 가능하다.
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본 발명은, 상기 실시형태에 제한되지 않으며, 본 발명의 범위와 사상으로부터 이탈하지 않고 변형 및 변경될 수 있음은 
자명하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

매트릭스 형태로 배열된 복수의 화소들을 구비하는 액정 디스플레이 장치에 있어서,

상기 각 화소는 화소 전극이 형성되는 화소 전극 형성 영역, 및 상기 화소 전극에 접속되는 박막 트랜지스터가 형성되는 
박막 트랜지스터 형성 영역을 포함하며,

상기 박막 트랜지스터는 채널로서 기능하는 반도체층, 상기 화소 전극에 접속되도록 형성된 단자, 상기 박막 트랜지스
터를 피복하도록 형성된 패시베이션 층 및 상기 패시베이션층을 피복하는 유기 절연층을 포함하고,

상기 반도체층은 상기 채널로부터 상기 단자를 지나서 상기 화소 전극 형성 영역을 향하여 연장되고, 상기 화소 전극 형
성 영역에서 종단되어, 상기 패시베이션층의 종단부와 정합 배치된 종단부를 형성하며,

상기 유기 절연층은 상기 반도체층 및 상기 패시베이션층의 상기 종단부들을 피복하기 위해 연장되는 것을 특징으로 하
는 액정 디스플레이 장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 화소 전극은 상기 유기 절연층 및 상기 패시베이션층 내에 선택적으로 형성된 콘택홀을 통하여 상기 박막 트랜지
스터의 상기 단자에 접속되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.
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摘要(译)

目的：提供一种用于液晶显示器的晶体管基板及其制造方法，通过该液
晶显示器制造具有提供给晶体管基板的有机膜以提高性能的液晶显示器
以较少的制造工艺生产，并且通过该液晶显示器制造液晶显示器。生产
力可以提高。
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